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前言

　　编写本书的目的是为高等学校学生提供一本学习和掌握化合物半导体材料与器件原理的教材。
本书是在为西安电子科技大学微电子学院讲授“化合物半导体器件”课程而编写的讲义的基础上，参
照全国各高等院校电子科学与技术、微电子学专业相关教学大纲，由多年从事教学和科研的一线教师
编写而成。
　　本书在内容取材及安排上具有以下特点：　　（1）在物理基础内容部分，与学生先期所掌握的
相关半导体物理基础知识紧密联系，一脉相承，介绍了化合物半导体材料与器件特性的基本概念、基
本理论和分析方法，培养学生具有举一反三的能力；　　（2）在介绍主体内容时，重点突出、深入
浅出、简明扼要、易于掌握；　　（3）采用国际通用的图形符号、名词与术语，图文并茂、直观明
了。
　　全书共8章，主要内容为：半导体器件物理的基础内容、化合物半导体材料及其基本电学特性；
化合物半导体器件的原理及其特性，包括双极型器件、异质结器件、场效应器件、量子效应、热电子
器件和光电子器件；宽禁带半导体材料与器件。
每章配有深浅度适中的思考题，供读者练习。
　　本书可作为高等学校微电子学，集成电路设计及相关专业研究生和本科高年级学生化合物半导体
材料和器件课程的教材；也可作为从事化合物半导体材料或器件分析的科研和工程技术人员的参考。
　　本书经西安电子科技大学微电子学院教学管理工作委员会审定，已被列为本科生教材和研究生的
教学参考书。
　　本书承蒙西安理工大学陈治明教授审稿，并提出了许多宝贵的意见，在此表示衷心的感谢。
西安电子科技大学张韬在整理稿件中给予我们很多帮助，电子工业出版社陈晓莉编审对本书的出版给
予大力协助，在此一并表示深切的谢意。
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内容概要

　　本书介绍了化合物半导体物理的基础知识和原理。
全书共8章，主要内容为：半导体器件物理的基础内容、化合物半导体材料及其基本电学特性；化合
物半导体器件的种类及其特性，包括双极型器件、异质结器件、场效应器件、量子效应、热电子器件
和光电子器件；宽禁带半导体材料与器件。
　　本书可作为高等学校微电子学，集成电路设计及相关专业研究生和本科高年级学生化合物半导体
材料和器件课程的教材；也可作为从事化合物半导体材料或器件分析的科研和工程技术人员的参考。
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章节摘录

　　第2章　化合物半导体材料与器件基础　　2.2　化合物半导体材料特性　　从根本上讲，半导体
器件的工作特性决定于所用材料的基本物理性能，因而，对半导体材料基本性能的深入理解，是器件
设计和器件特性分析的基础。
特别是在对器件特性进行计算机模拟的时候，只有对制造材料的基本性能有深刻认识，才能有对器件
材料参数的正确引用，才能使模拟结果更接近真实。
最重要的半导体材料特性包括：晶格结构、能带结构、有效质量和有效态密度等。
本节将从这几个方面对化合物半导体的性质进行探讨，作为对比，也给出硅的部分材料参数。
　　2.2.1　晶格结构　　晶体中原子的周期性排列称为晶格。
在晶体中，原子并不会偏离固定位置太远。
当原子热振动时，仍以此中心位置作微幅振动。
通常以一个单胞来代表整个晶格，将此单胞向晶体的各个方向连续延伸，即可产生整个晶格。
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